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背景: 層状物質は膜厚の均一性や、薄い膜厚に

起因するゲートによるキャリアの制御性の高

さから、様々な分野での応用が期待されている。

層状物質の中でもグラフェンと異なり、バンド

ギャップを有する遷移金属ダイカルコゲナイ

ド(TMD)は特に注目を集め、盛んに研究が行わ

れている。TMD の物性、特にバンドギャップ

に代表されるバンド構造はデバイス化におい

て重要な意味を持ち、どのようなデバイスに用

いられるかを決定する。このことから、バンド

構造のチューニングはTMDの応用の幅を広げ

ることが期待される。これまで我々はバンドギ

ャップおよびバンド構造チューニングの手法

として混晶の作製およびその組成の変化に着

目した。特にバンドギャップの制御幅の大きい

MoS2と MoTe2の混晶 MoS2(1-x)Te2xの作製を試

みてきた[1]。本研究では、S化および Te化を

用いて作製したサンプルに関してこれまで行

ってきた分光エリプソメトリーを用いたバン

ドギャップ測定に加えて X 線光電子分光法

(XPS)によるバンド端の評価を行い、カルコゲ

ン濃度におけるバンド構造の変化を明らかに

した。 

実験: MoTe2と MoS2ターゲットを共スパッタ

することで Si基板およびガラス基板上にMoS

ｘTey薄膜を堆積後、石英管反応炉で H2または

N2 をキャリアとして[(i-C3H9)2Te]もしくは[(t-

C4H9)S2]を用いた Te 化もしくは S 化を行うこ

とでMoS2(1-x)Te2x薄膜を作製した。スパッタ時

において各ターゲットに投入するスパッタパ

ワーを変えることで異なるカルコゲン組成の

試料を作製した。その後 XPS(励起エネルギー

1486.6 eV)でバンド構造を、および XRD(プロ

ーブ波長 1.5406Å)で物理構造の評価を行った。 

結果: Fig. 1は、異なる Te濃度におけるバンド

アラインメントを示したものである。XPS評価

によって得られた結果からバンドギャップの

みではなく、価電子帯端も Te濃度の変化に応

じて非線形的に変化することが明らかになっ

た。さらにバンドギャップの値と組み合わせる

ことで伝導帯端の変化も明らかにし、価電子

帯・バンドギャップ同様非線形に変化する

Bowingを示す事が明らかになった。 

 

Fig.1 The measured band alignment of MoS2(1-

x)Te2x for different Te concentration. 
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